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ヨウ化銅(CuI)は、643K 以下で閃亜鉛鉱構造を持つ p型の半導体である。3.1 eV の大きなバンド

ギャップを持ち、可視光に対し高い透過性を示す。バルク単結晶では室温で 40 cm2V−1s−1を超え

る移動度が確認されており、LED や太陽電池の透明電極として用いられている[1]。しかし、これ

まで報告されてきたヨウ化銅薄膜は、結晶性が低く、バルク単結晶と同等の特性は実現されてい

ない。 

本研究では、分子線エピタキシー法により、高品質なヨウ化銅単結晶薄膜の作製を目指した[2]。

薄膜はAl2O3(001)基板上に作製した。まず基板を高温でアニールして表面の吸着物を除去した後、

低温で極薄のヨウ化銅セルフバッファー層を導入することで、より高温での薄膜作製を可能にし

た。X線回折により、明瞭な Laueフリンジが観測され、結晶の面直方向の高いコヒーレンスが明

らかになった(Fig. 1)。一方、面内方向は二つの回転ドメインが存在することが分かった。また、

原子間力顕微鏡により表面の原子層ステップが観測され、高い平坦性が示された。さらに、フォ

トルミネッセンス測定により低温まで自由励起子発光が観測され、バッファー層の導入により欠

陥密度が大幅に低減していることが実証された(Fig. 2)。 
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Fig. 1 XRD pattern of a CuI thin film 

grown on Al2O3(001) substrate. 

Fig. 2 Photoluminescence spectra for CuI films grown in 

different processes. FE (TE) denote light emission from 

free exciton (trapped exciton). Tg are growth temperatures. 
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